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Sposób otrzymywania kontaktu omowego w krzemowych
przyrządach półprzewodnikowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymy¬
wania kontaktu omowego w krzemowych przy¬
rządach półprzewodnikowych.

Znany i stosowany sposób otrzymywania kon¬
taktów omowych w krzemowych przyrządach pół¬
przewodnikowych od strony kolektora polega na
lutowaniu złącz krzemowych do podłoża pokry¬
tego cienką warstwą złota i w niektórych wypad¬
kach niezbędne jest stosowanie dodatkowo podkła¬
dek złotych lub ze stopów których głównym skład-
nikieim jest złoto.

Zastosowanie złota ma swoje uzasadnienie w tym,
że złoto z krzemem tworzy stop eutektyczny o tem¬
peraturze topnienia około 370°C. Temperatura po¬
wyższa umożliwia stosowanie w procesie montażu
następnych operacji jak termokompresja lub wszel¬
kiego rodzaju wygrzewania w temperaturze niższej
od 370°C.

Przy pokryciu podłoża złotem o grubości 1 do 3 /li
wymagane jest stosowanie dodatkowo podkładek
najkorzystniej ze stopu złoto-cyna Au-Sn (80% Au
i 20% Sn) lub podobnych. Natomiast do przepu¬
stów pokrytych grubszą warstwą złota 4—7 yi sto¬
suje się podkładki ze stopów złoto-german Au-Ge,
złoto-krzem Au-Si i złoto-antymon Au-Sb lub lu¬
tuje się bezpośrednio do podłoża bez użycia pod¬
kładek, gdy powierzchnia lutowanych kryształków
jest mniejsza od 1 mm2. Przy lutowaniu kryształ¬
ków o większej powierzchni istnieje trudność otrzy-
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mania dobrych kontaktów omowych nawet przy
zastosowaniu podkładek ze złota lub jego stopów.

Inną znaną i stosowaną metodą jest pokrywa¬
nie podłoża złotem lokalnie na większe grubości.

Dotyczy to montażu elementów krzemowych wy¬
konywanych technologią mesa, planarną i epipla-
narną.

Wadami metod znanych i opisanych są trudności
wynikające z pokrywania złotem podłoża o dużej
grubości (w trakcie procesu pokrywa się całe pod¬
łoże razem z wyprowadzeniami) oraz otrzymania
grubej i równomiernej warstwy.

Istnieją również trudności technologiczne w wy¬
konywaniu folii na podkładki ze stopów których
głównym składnikiem jest złoto. Dotyczy to głów¬
nie folii wykonywanych z takich stopów jak Au-Sn,
Au-Si, Au-Ge, a trudność ta polega na tym, że
stopy powyższe posiadają małą plastyczność.

Celem wynalazku jest usunięcie tych niedogod¬
ności i uzyskanie kontaktu omowego w krzemo¬
wych przyrządach półprzewodnikowych przez wy¬
eliminowanie podkładek ze złota lub stopów, któ¬
rych głównym składnikiem jest złoto, jak również
wyeliminowanie podłoża o grubym -pokryciu zło¬
tem. Dla osiągnięcia tego celu zostało wytyczone
zadanie techniczne zastosowania takiego sposobu,
który by zapewniał kontakt omowy nie gorszy niż
złoto, a usuwał wszystkie niedogodności.

Zgodnie z wynalazkiem rozwiązanie postawio¬
nego zagadnienia technicznego polega na lutowa-
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niu płytki krzemowej przy zastosowaniu podkładki
z kadmu lub stopów, których głównym składnikiem
jest kadm w celu osiągnięcia kontaktu omowego
przy wykorzystaniu metalizacji lub bez stosowa¬
nia jej. 5

W przypadku metalizacji przeprowadza się ją
po operacji dyfuzji łącznie z obróbką fotolitogra¬
ficzną i naparowywaniem kontaktów. Podczas me¬
talizacji płytki krzemowej należy uzyskać warstwę
o grubości od 1—10 p. Po osiągnięciu odpowiedniej io
warstwy przeprowadza się pomiar, dzielenie płytek
na złącza i segregację. Złącza dobre poddaje się
lutowaniu do podłoża pokrytego cienką warstwą
złota lub innymi metalami albo też bez pokrycia
przy zastosowaniu podkładek z kadmu lub jego 15
stopów. Lutowanie złącz można przeprowadzać mię¬
dzy innymi przy zastosowaniu urządzeń o półauto¬
matycznym lub automatycznym cyklu pracy.

Wykonanie sposobu przy zastosowaniu metali¬
zacji polega na tym, że po wykonaniu operacji na- 20
parowywania kontaktów omowych do obszaru emi¬
tera i bazy pokrywa się płytki od strony tych
obszarów substancją maskującą np. piceiną, a na¬
stępnie całą płytkę Si od strony kolektora pokrywa
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się cienką warstwą metaliczną np. na drodze elek¬
trolitycznej. Dalsze postępowanie polega na usu¬
nięciu substancji maskującej ii oczyszczeniu dokład¬
nie powierzchni od strony złącz. Kolejne dalsze
operacje są znane w technologii otrzymywania
krzemowych przyrządów półprzewodnikowych i po¬
legają na pomiarze ostrzowym złącz na płytkach,
dzieleniu ich i segregacji. Po segregacji następuje
operacja otrzymywania kontaktów omowych na
drodze lutowania wg sposobu.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób otrzymywania kontaktu omowego w krze¬
mowych przyrządach półprzewodnikowych, w któ¬
rych jedną stronę płytki pokrywa się materiałem
maskującym, a drugą stronę wspomnianej płytki
krzemowej pokrywa się niklem lub innymi meta¬
lami na drodze chemicznej lub elektrolitycznej lub
w niektórych przypadkach bez zastosowania war¬
stwy pośredniej — znamienny tym, że płytkę lu¬
tuje się do podłoża przy zastosowaniu podkładki
kadmowej lub podkładki ze stopów, których głów¬
nym składnikiem jest kadm.
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